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二次元原子薄膜ヘテロ積層構造が高性能・高機能な機能デバイス応用の基本材料系とし

て注目をされている[1]．我々は，h-BNやMoS2などの二次元材料を 2つのグラフェンの間

に挟んだファンデルワールスナノキャパシタであるグラフェン 2 重層ナノ構造（Double 

Graphene Layer : DGL）を，新しいテラヘルツ帯光源[2]・検出器[3]の機能要素として提

案している． 

今回開発したプロセス技術を用いて，h-BN/Graphene/h-BN/Graphene/h-BN-DGL構造の

試作に成功した．積層の際に懸念される剥離・転写の際の機械的ダメージや熱サイクルに

伴う科学的・応力的ダメージによる結晶品質の劣化，及びドーピング効果[4]を，ラマン分

光計測により評価した． 

試作サンプルの G‘ピーク（2680cm-1）強度のマッピング（図 1）より，光学顕微鏡では

判別できない内層のグラフェン位置が特定できる．DGL，上層グラフェンのみ，及び下層

グラフェンのみが存在する代表 3点のラマンスペクトル（図 2）より，試作サンプルでは上

層と下層のグラフェンがほぼ同一の高い結晶品質で積層化できていることが確認できた． 
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図 1．G’バンドの強度マップ．   図 2．各層のラマン分光測定の結果の比較． 

400

300

200

100

0

  
  

 I
n

te
n

si
ty

 (
a

.u
.)

10 m

第81回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2020 オンライン開催)9a-Z29-11 

© 2020年 応用物理学会 15-020 17.2


